
宽禁带半导体物理专题·编者按

宽禁带半导体材料(GaN、SiC、Ga2O3、AlN、金刚石等)正带来全球新一代电力电子与光电子技术的颠覆

性变革, 其中包括5G和6G通信、高续航新能源汽车、智能辅助驾驶、绿色能源逆变器等. 以GaN为代表的5G和
6G通信技术使得万物互联成为可能, 以SiC为代表的电机驱动和充放电技术使新能源汽车具有高续航里程和快

速充放电的能力, 以Ga2O3、AlN、金刚石等制备的探测器具备深紫外探测能力, 为上述应用提供助力, 满足国家

战略与经济发展需求.
宽禁带半导体正在电力电子与光电子领域产生变革性影响. 宽禁带半导体SiC与GaN基功率器件是目前电力

电子领域发展最快的半导体元器件之一, 它们的应用被公认为电力电子领域的一次革命, 受到世界各国政府和产

业界的高度重视, 已经成为增长潜力巨大的战略性先进电子产业. 以Ga2O3、AlN、金刚石为代表的超宽禁带材

料是最有希望应用到下一代电力电子器件的高效节能半导体之一. 现阶段, 宽禁带半导体材料电力电子器件面临

着重大的发展, 其最重要的科学特征是“从小功率到大功率”的转化, 在转化过程中, 一些科学和技术问题逐渐成

为制约宽禁带半导体材料和器件性能的重要因素. 在光电子领域, GaN、SiC、Ga2O3、AlN、金刚石等宽禁带半

导体有望制成深紫外的探测器、微小尺寸发光二极管、短波长激光器, 为以激光雷达为基础的智能辅助驾驶技

术发展奠定基础. 其中重要的是, 提升发光器件的发光效率、紫外探测的量子效率和探测率成为这些宽禁带半导

体光电器件亟需解决的科学与技术问题. 研究并系统解决上述问题, 有助于全面提升我国宽禁带半导体领域的原

始创新能力与技术攻关能力.
随着一些6英寸和8英寸宽禁带半导体(如GaN, SiC, Ga2O3)单晶衬底和外延晶片的缺陷降低和质量提高, 宽禁

带半导体器件制备能够在目前现有Si基分立器件生产线上进行, 这将进一步降低宽禁带半导体材料和器件成本,
推进宽禁带半导体器件的普及. 为了展示我国宽禁带半导体物理的科学研究前沿, 特别组织了本期专题, 包括1
篇综述和5篇研究论文, 涉及宽禁带半导体材料、器件与应用等研究领域. 希望通过本专题的出版, 吸引更多的科

研与工程技术人员关注宽禁带半导体物理的研究, 为解决宽禁带半导体领域的关键科学与技术问题, 发现新材

料、新器件、新结构以及新应用, 为半导体学科发展做出重要贡献. 展望未来, 宽禁带半导体材料与器件的发展

和应用将成为电力电子与光电子技术发展的一个重要里程碑!
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